TlGaSe2-TlInS: BORK MOHLULUNUN FOTOKECIRICILIYi
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(T1GaSe2)1x(TlInS;)x bark mohlulunun fotokegiriciliyi tadqiq olunmus
miloyyan oblastda x= 0~0,4 torkiblorindo fotokegiriciliyin maksimumunun
xotti doyisdiyi, x=0,6~1 torkibinds iss xattiliyin pozuldugu askar olunmusdur.

Son illor dar zolagh basit maddslorls (Si,Ge va s.) yanasi, genis qadagan
olunmus zonaya malik AlIBY vo AlIBV! tip birlosmolor asasinda yaranan miixtalif
strukturlar intensiv todqiq edilsa do, miiayyon praktiki soraitlords onlarin fiziki
parametlorinin dayaniqsizligl, yeni materiallarin alinmasini talob edir.

Hazirda todgiqatcilarin genis todqiqat obyektino cevrilmis material-
lardan biri layll vo zoncirvari qurulusa malik AMBUC,V! tipli yarimkegirici
birlosmslardir. Bu materiallarin deffektli qurulusa malik olmasina baxmayaraq
onlarin ultrabsandévsayi, goriinen, infraqirmizi, rentgen vo qamma siialara qarsi
yuksak hassasliga malik olmasi onlarin 6yronilmasinin aktualligini artirir.

Baxilan isds (T1GaSez)1x(T1InS;)x bark mohlullarinin fotokeciriciliyi dy-
ronilmisdir. Fotokegiriciliyin spektral xarakteristikasi 300 K temperaturda
cixarilmisdir.
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Sak. 1.

Sokildon goriindiiyli kimi bork mohlullarin fotohassashigi 1,2-don 2,5 ev-a
godar genis spektral oblasti ohato edir vo xarakteristika miirokkob xarakter
dasiyir. X=0-0,4 torkiblorinds fotokegiriciliyin maksimal qiymetinin azalmasinin
yarisina uygun enerji boyiik enerjilors dogru xatti yerini dayisir, x=0,6-1 torkiblori
lciin bu xottilik pozulur. X=0,9 torkibino uygun fotokegiriciliyin spektral
paylanma oyrisinds 2,26 va 2,1 eV enerjilords iki maksimum miisahids olunur,
x=0,8 torkibli kristalda iss bu maksimumlar 2,35 v 1,95 eV-a tofaviiq edir.
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